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宽禁带半导体紫外光电探测器

摘要 (Abstract) ：

   宽禁带半导体是近年来国内外重点研究和发展的新型第三代半导体

材料，用于工作在紫外波段的光探测器件时，具有显著的材料性能优势。
紫外探测器在工业、农业、医药卫生、以及环境方面有着广泛的应用，
典型的民用领域包括：环境监测、食品消毒、引用水净化、火焰探测、
电力工业、紫外固化等；此外，超高灵敏度紫外探测器在关乎国家安全
的国防预警领域也有着重要的应用前景。与此同时，宽禁带半导体在极
紫外（EUV）探测器和软x射线探测器方面也具有材料性能的显著优势，
应用领域包括极紫外光刻、物质分析、深空探测和太阳物理等。
    本报告首先从应用需求的角度上对不同类型宽禁带半导体紫外探测
器的技术特点进行了讨论，分析了产业应用对半导体紫外探测器的性能
要求，以及现阶段需要克服的技术难点；通过若干应用案例，强调宽禁
带半导体紫外探测技术在产业领域的应用优势；面向极微弱紫外信号探
测，重点介绍了紫外单光子探测器和成像阵列的研发进程；面向高端半
导体装备的研发需求，介绍了高量子效率、高可靠性宽禁带半导体EUV
探测器的研制与应用推广工作；最后，由于SiC半导体具有低本征载流
子浓度、抗辐照、易于厚膜外延、掺杂技术相对成熟等特点，适用制备
大面积、非制冷、高能量分辨光子计数软x射线探测器，相关器件和电
路研发工作也将在本报告中介绍。

者，长江学者特聘教授，万人计划专家，国家重点研发计划项目首席科学
家，主要从事宽禁带半导体材料和器件研究，取得了多项有国际影响力的
成果。


